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＜背景・目的＞ 

 BaxTi8O16は hollandite構造をとり，八面体 TiO6

が頂点を共有して c 軸方向に擬一次元鎖を形成す

る。また高温相(T>Tc=220K)では c軸方向のみに導

電性を持つが，低温相(T<Tc=220K)では擬一次元

鎖内で CDW を起こすと考えられ，結果としてい

ずれの方向にも絶縁体的な振る舞いを示す。本研

究では、フェムト秒反射型 pump-probe 分光法を

用いて BaxTi8O16の光誘起ダイナミクスを調べた。 

 

＜実験方法＞  

光源は Ti:sapphire 再生増幅システムレーザー

であり、その中心波長は 795nm（1.56eV）、パル

ス幅は 130fsである。pump 光の波長は 1.56eV、

強度は 2.26mJ/cm2、probe 光は自己位相変調効

果を利用して得た白色光(0.9eV～3.1eV)を用いた。

光学系に光学遅延回路を組み込むことにより、あ

る波長での反射率の時間変化および、ある遅延時

間における反射率変化の波長依存性を測定した。 

 

＜実験結果・考察＞ 

図 1(a) と図 2(a)に 10Kと 240Kにおける pump

光照射後の反射率変化(ΔR/R)の時間発展を示す。

BaxTi8O16に pump光を照射すると、低温相と高温

相共に、反射率変化には、1~3ps で緩和する成分

と 100ps まで緩和しない成分があることが分かっ

た。pump光照射後 0.5psと 10psでの 10Kと 220K

での反射率変化(ΔR/R)スペクトルを、それぞれ図

1(b)と図 2(b)に示す。また図 3に Kramers-Kronig

解析を用いて算出した、(a)10K、(b)240K におけ

る 0.5ps,10ps での光学伝導度スペクトルの変化

(Δσ(ω))を示す。低温相に pump 光を照射してから

0.5ps後には2.0eV付近のピークと1.0eV付近のピ

ークが潰れるが、10ps後には後者が増大している

ことがわかった。一方高温相では、1.0eV付近のピ

ークのみが潰れていることが分かった、これより

2.0eV のピークは CDW ギャップ間の励起に由来

していて、1.6eVのピークはポーラロンの励起に依

るものであると考えられる。低温相への pump 光

照射によって、c 軸方向の一次元鎖内の CDW が

0.5ps 後には壊れ、10ps 後にはポーラロンとなっ

たと考えられる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図 1(a)低温相における反射率変化(ΔR/R)の

時間発展(b)光照射後 0.5ps,10ps の反射率

スペクトルの変化(ΔR/R) 

図 2(a)高温相における反射率変化(ΔR/R)の 

時間発展(b)光照射後 0.5ps,10ps の反射率

スペクトルの変化(ΔR/R) 

図 3(a)高温相 (b)における光照射後

0.5ps,10ps の光学伝導度スペクトルの

変化(Δσ(ω))  

1 2 3

−50

0

h−  (eV)







 −
1
cm

−
1
) 

240K

0.5ps

10ps

2.26mJ/cm
2

E||c

Eex||c

(b)
xps−0ps

1 2 3

−50

0

h−  (eV)







 −
1
cm

−
1
) 

0.5ps

10ps

2.26mJ/cm
2

Eex||c

E||c10K(a)

xps−0ps

0 50 100

−0.05

0

1.0eV

1.2eV
1.4eV

delay time (ps)


R

/R
 

1.8eV

1.6eV

2.0eV

2.3eV

2.5eV

E||c
Eex||c2.26mJ/cm

2
240K(a)

1 2 3

0


R

/R
 

photon energy (eV)

0.5ps

10ps

Eex||c
E||c

2.26mJ/cm
2

240K(b)

0 50 100

−0.1

0

0.1

1.0eV

1.2eV

1.4eV

delay time (ps)


R

/R
 

1.8eV

1.6eV

2.0eV

2.3eV

2.5eV

2.26mJ/cm
2

E||c
Eex||c

10K(a)

1 2 3

−0.1

0

0.1

photon energy (eV)


R

/R
 

0.5ps

10ps

E||c

Eex||c2.26mJ/cm
2

10K(b)


